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前　　言

　　本标准修改采用ＳＥＭＩＭ１６１１０３：２００３《多晶硅规范》，主要差异如下：

———增加了技术参数，如对基磷、基硼电阻率、碳浓度和ｎ型少子寿命的等级要求；

———增加了硅多晶尺寸范围要求。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２９６３—１９９６《硅多晶》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２９６３—１９９６相比，主要有如下变动：

———基磷电阻率等级由３００Ω·ｃｍ、２００Ω·ｃｍ、１００Ω·ｃｍ修订为５００Ω·ｃｍ、３００Ω·ｃｍ、２００Ω·ｃｍ；

———增加氧化夹层术语。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：峨眉半导体材料厂。

本标准主要起草人：罗莉萍、张辉坚、王炎。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２９６３—１９９１、ＧＢ／Ｔ１２９６３—１９９６。
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犌犅／犜１２９６３—２００９



硅　　多　　晶

１　范围

本标准规定了硅多晶的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、运输、贮存。

本标准适用于以三氯氢硅或四氯化硅用氢还原法制得的硅多晶。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５５０　非本征半导体材料导电类型测试方法

ＧＢ／Ｔ１５５３　硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法

ＧＢ／Ｔ１５５８　硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

ＧＢ／Ｔ４０５９　硅多晶气氛区熔磷检验方法

ＧＢ／Ｔ４０６０　硅多晶真空区熔基硼检验方法

ＧＢ／Ｔ４０６１　硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法

ＧＢ／Ｔ１３３８９　掺硼掺磷硅单晶电阻率与掺杂剂浓度换算规程

ＧＢ／Ｔ１４２６４　半导体材料术语

ＡＳＴＭＦ１７２３　用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的标准规程

３　术语

ＧＢ／Ｔ１４２６４规定的及以下术语适用于本标准：

氧化夹层　狅狓犻犱犲犾犪犿犲犾犾犪

硅多晶横断面上呈同心圆状的氧化硅夹杂。

４　要求

４．１　产品分类

４．１．１　产品按外形分为块状硅多晶和棒状硅多晶，根据纯度的差别分为３级。

４．１．２　牌号

硅多晶的牌号表示为：

Ｐｓｉ








—

表示硅多晶







—

英文大写字母表示硅多晶形状，Ｉ表示棒状，Ｎ 表示块状





　

阿拉伯数字表示硅多晶等级

４．２　技术要求

４．２．１　电学参数

硅多晶的纯度分为三级，其金属杂质总含量由供需双方协商解决，其电学参数应符合表１的规定。

１

犌犅／犜１２９６３—２００９




